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【はじめに】SiC はワイドバンドギャップで絶縁破壊電圧が Si よりも高いため、より高性能なパ

ワーデバイスとしての応用が進められている。しかし SiC結晶内の欠陥や不純物がデバイス性能、

信頼性向上の妨げとなっている。そこで結晶内に潜む欠陥や不純物由来の非発光再結合（NRR）

準位を、非接触で検出できる二波長励起フォトルミネッセンス（TWEPL）法を用いて測定するこ

とを試みた。 

【実験】P 型の 4H-SiC基板に、バンドギャップよりも高エネルギーの励起光（AGE, hνAGE=4.66eV）

に加えて、低エネルギーの励起光（BGE, hνBGE=0.97，1.17eV）の ON/OFF時における PL強度 IAGE+BGE、

IAGEを測定し、両者の比から規格化 PL強度 IN（=IAGE+BGE/IAGE）を求めて評価を行った。 

【結果】Fig. 1 に、得られたドナー・アクセプタ対（DAP）発光の PL スペクトルの BGE 強度依

存性を示す。高エネルギー側から、B-line、C-line のゼロフォノン線とフォノンレプリカのピーク

が得られた。BGE 強度の増加に伴い PL 強度は減少し、BGE 強度が 589W/cm²以上では発光がほ

ぼ消失した。Fig. 2 に 12Kにおける各ピークの INの BGE強度依存性を示す。B-line の発光は C-line

よりも BGE 強度による変化が大きいことがいえる。これらの結果は BGE 照射によりドナー準位

の電子とアクセプタ準位の正孔が減少し、DAP 発光が得られなくなったために生じたといえ、こ

れら準位のエネルギーと密度、非発光再結合準位との繋がりの相違を反映していると考えられる。 

 

 Fig. 1 PLスペクトルの BGE強度依存性 Fig. 2 各ピークの INの BGE強度依存性 
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